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양자구속효과에 따른 비휘발성 실리콘 나노결정 메모리

소자의 특성 변화

조창희 김백현 김상균 문진수 박성주, , , ,

광주과학기술원

현재의 플로팅 게이트 구조의 비휘발성 메모리 소자는 급속하게 진행되는 고집적화에 있어

한계에 직면하고 있다 이러한 한계점을 극복하기 위해 초고집적 및 우수한 비휘발성 메모리.
소자의 특성을 기대할 수 있는 반도체 나노결정 플로팅 게이트 메모리에 대한 연구가 활발히

진행되고 있다 현재까지 다양한 물질계를 이용한 나노결정 메모리에 대한 연구가 보고되어.
왔지만 반도체 나노결정의 크기에 따라 전자구조를 크게 변화시킬 수 있는 양자구속효과와,
나노결정 메모리 소자 특성의 상관관계에 대한 연구는 전무한 실정이다 본 연구에서는 이러.
한 양자구속효과에 따른 비휘발성 실리콘 나노결정 메모리 소자의 특성 변화를 관찰하기 위

해 실리콘 질화물 박막 내에 형성되는 실리콘 나노결정의 크기가 다른 메모리 소자들을 제작,
하였다 그리고 전하의 주입 및 대전 주입속도 등의 특성을 관찰함으로써 양자구속효과와. ,
나노결정 메모리 소자 특성의 상관관계를 분석하였다 동일한 전압을 인가하는 경우 실리콘. ,
나노결정의 크기가 작아짐에 따라 주입되는 전하량도 감소하는 것을 관찰하였다 이러한 결.
과의 원인은 실리콘 나노결정의 크기가 작아짐에 따라 실리콘 나노결정의 밴드갭 에너지는,
증가하게 되고 실리콘 질화물 내에 존재하는 실리콘 나노결정이 갖는 포텐셜 우물 깊이는

감소하기 때문이다 실리콘 나노결정 메모리 소자의 쓰기지우기 속도 특성 또한 실리콘 나노. /
결정의 크기에 따라 큰 영향을 받는 것으로 관찰되었다 실리콘 나노결정의 크기가 더 큰 소자.
일수록 더 빠른 쓰기지우기 속도 특성을 보였다 이러한 결과는 실리콘 나노결정의 크기가/ .
더 큰 소자일수록 전하의 주입이 용이하다는 결과에서 초래된다 본 연구 결과에서 알 수 있듯.
이 실리콘 나노결정에서 나타나는 양자구속효과는 비휘발성 나노결정 메모리 소자 특성에

큰 영향을 주게 된다.




